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1. ÉTUDE DU COURANT DE TRANSPORT
PAR EFFET TUNNEL ASSISTÉ THERMIQUEMENT
DANS UNE JONCTION MÉTAL-SEMICONDUCTEUR

V. L. RIDEOUT et C. R. CROWELL

Univ. of Southern Calif.

Nous présentons ici une étude expérimentale du
courant de transport par l’émission de champ ther-
moionique dans une barrière de Schottky. Nous

avons réalisé des mesures de caractéristiques courant-
tension (I-V), capacité-tension (C-Y) et les mesures
de seuil photo-électrique pour des températures
T = 13-300 OK sur des contacts de Pt et de siliciure
de Pt avec du silicium de type n d’un dopage de 21015
à 21018 impuretés/cm3. Les mesures I-V sont compa-
rées avec les résultats théoriques de l’émission de

champ thermoionique pour le courant de transport.
Les barrières de siliciures de Pt ont été obtenues

par recuit des contacts de Pt à 370 °C. Le courant
de fuite en polarisation positive et négative et les valeurs

de n 1 = ô vont été observés après recuit.

Les diodes de siliciure présentent un anneau péri-
phérique distinct, la structure physique et la compo-
sition chimique est différente du siliciure central et

du silicium.

2. MESURE DE LA DENSITÉ D’ÉTATS ÉLECTRONIQUES PAR EFFET TUNNEL

T. ARIZUMI, A. YOSHIDA et N. SAWAKI

Département d’Electronique, Université de Nagoya

Analysant la probabilité de transmission par effet
tunnel d’une jonction métal-semiconducteur et la

comparant au modèle de Franz dans l’approximation
W. K. B., nous montrons que le coefficient exact
obtenu par CDMT donne la densité d’états à un facteur

près dans les gammes d’énergie plus élevées : il peut
être uniquement calculé numériquement. La densité
d’états observée expérimentalement par Mahan et

Conley avait pourtant été obtenue par l’application
du modèle à deux bandes de Franz.

L’analyse du coefficient exact de transmission tunnel
d’une jonction p-n prouve l’existence d’un facteur

multiplicatif correspondant à la densité d’états des
deux électrodes. L’expression exacte du courant tunnel
à travers une jonction p-n est obtenue par l’intermé-
diaire de ce coefficient et rend possible la détermi-
nation de la densité d’états. L’effet tunnel est une

méthode puissante pour l’étude des densités d’états
dans un semiconducteur.

3. UTILISATION DE JONCTIONS S-I-M COMME THERMOMÈTRES ABSOLUS

W. T. BAND et G. B. DONALDSON

Département de Physique, Université de Lancaster, G. B.

Dans la gamme des températures T  1/4 TG les

jonctions tunnel supraconducteur-oxyde-métal normal
ont une dépendance du courant en fonction du poten-

tiel (i-V) de la forme i oc exp (eY/kT) pour une gamme
de potentiels appliqués inférieurs à l’énergie de la

bande interdite (2 kT  V  A - 1. 5 kT). Notre

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:0197000506090001

http://www.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:0197000506090001

